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１．概要（Summary） 

GaN キャップ/AlGaN/GaN ヘテロ構造は、ゲート部の

GaN キャップを選択的にエッチングすることで、二次元電

子ガストランジスタ（HEMT）の閾値電圧の浅化（ノーマリ

オフ化）とオン抵抗低減の両立がはかれる構造である。当

研究室では、この構造を用いて、ゲート長 2 m 級のノー

マリオフトランジスタ、ならびに、ダイオードの作製に成功

している。[1][2] 

今回、この GaN キャップ/AlGaN/GaN ヘテロ構造トラ

ンジスタの高周波化のためのゲート部の微細化に向けた

検討として、ナノテクプラットフォーム（名古屋大学）の電

子線露光装置を用いて微細開口パターンを描画した後、

本学所有の ICPプラズマエッチングにてGaNキャップ層

の選択エッチングし、100 nmの微細パターンが形成でき

ることを確認した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  電子線露光装置（日本電子社製 

JBX6300FS） 

【実験方法】 

GaN キャップ/AlGaN/GaN ヘテロ構造に対して、トラ

ンジスタのゲート部に相当する部分のレジスト開口

（100nm）を以下の条件で行った。 

 EB レジスト：ZEP520A-7 

 EOSモード：3（100 kV/4th） 

 ビーム電流：250 pA 

 対物絞り孔径：60 m 

 露光量（基本感度）：300 C/cm2 

次に、本学所有の ICP プラズマエッチング装置

（ULVAC社製 NE-550）を用いて、BCl3と SF6の混合ガ

スによって、GaNキャップ層を選択的にエッチングした。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

エッチング後の、レジストを剥離したサンプルの表面を

レーザ―顕微鏡（青色）を用いて観察して、パターンが形

成できているか確認した。 

Fig. 1 に表面の顕微鏡像(a)、パターンデータ（b）を示

す。 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Surface Photo Image after selective dry-

etching (a) and pattern data (b). 

 

微細パタ－ンは、２つの数字の「100」の間にあるもの

である。エッチングした GaN キャップ層が約 20 nm と薄

いために確認しにくいものの、Fig. 1(a)には Fig. 1(b)に

対応したパターンが形成されていることを確認した。この

ことから、100 nm の微細パターンが、電子線露光ならび

にドライエッチングにより形成できると考えており、今後の

トランジスタの高周波化にむけたゲートの微細化にこのプ

ロセスが使用できる見込みである。 
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